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ゲ ル マ ニ ウ ム カ ル コ ゲ ナ イ ドの 高 圧 下 に お け る 相 転 移

阪 本 一 朗

Ⅳ 族 元 素 と VI族 元 素 か ら 成 る 化 合 物 (こ れ を < V > 族 化 合 物 と 表

す こ と に す る ) の 多 く は ナ ロ ー ギ ャ ッ プ 半 導 体 で あ り､ こ の こ と は

vb族 元 素 の 多 くか 半 金 属 で あ る 点 と は 異 な る｡ し か し 結 晶 構 造 に つ

い て は < V> 族 化 合 物 と Vb族 元 素 と は 共 通 の 観 点 か ら 整 理 す る こ と

か で き､ 例 え ば イ オ ン 結 合 性 と 共 有 結 合 性 を 座 標 軸 と す る グ ラ フ 上

で､ 常 温 常 圧 下 に お け る 3種 の 結 晶 構 造 (N a C l型､ G e S 聖､

G e T e 聖 ) の 出 現 を 分 け る こ と も 可 能 で あ る｡

<V >̀ 族 化 合 物 のー 圧 力 ま た は 温 度 を 変 化 さ せ た 際 の 構 造 相 転 移

の 研 究 は 数 多 く な さ れ て い る｡ し か し､ そ の う ち で ゲ ル マ ニ ウ ム か

入 っ た < V > 族 化 合 物､ す な わ ち ゲ ル マ ニ ウ ム カ ル コ ゲ ナ イ ド､ の

報 告 は 極 め て 少 な い｡ <V > 族 化 合 物 の 相 関 係 を 体 系 的 に 眺 め る 上

で ゲ ル マ ニ ウ ム カ ル コ ゲ ナ イ ド の 超 高 圧 下 に お け る 物 性 の 研 究 は 重

要 な も の で あ る｡
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そ こ で 本 研 究 で は､ 常 圧 下 で 菱 面 体 晶 で あ る G e T e と､ 斜 方 晶 ~

で あ る Ge S e を 試 料 と し､ ダ イ ヤ モ ン ドア ン ビ ル セ ル を 用 い た 粉

末 Ⅹ 線 回 折 測 定 と､ 8 面 体 ア ン ビ ル 式 高 圧 発 生 装 置 内 で の 単 結 晶 の

電 気 抵 抗 測 定 と を 高 圧 下 で 行 な っ た

そ の 結 果 G e T e に 関 し て は､ Ⅹ 隷 回 折 測 定 よ り 従 来 報 告 の あ っ

た 菱 面 体 晶 か ら 立 方 晶 へ の 構 造 相 転 移 を 6 G P aで 確 認 し､ さ ら に

1 8 G P aで 新 し い 高 圧 相 の 出 現 を 認 め た｡ こ の 高 圧 相 の 結 晶 構 造

は､ 空 間 群 Pbcn (8 d ) で 表 さ れ る｡ 一 方､ 電 気 抵 抗 の 変 化 も こ の

高 圧 相 の 出 現 に 対 応 す る も の と な っ た｡ G e S eで は- 2 4 G P a

付 近 で 電 気 抵 抗 の 急 激 な 降 下 が み ら れ た れ X 線 回 折 の デ ー タ か ら

は､ 8 0 G P a ま で の 領 域 で 構 造 相 転 移 を 兄 い だ せ な か っ た｡ 前 述

の 電 気 抵 抗 の 変 化 は､ G e S e 結 晶 の a軸 の 長 さ か b軸 の 長 さ に ほ

ぼ 等 し く な る こ と と 対 応 す る こ と か 判 っ た｡

干渉性放 射光 によ るモ ノシランの K殻励起光 解 粧

っ･ 繋政英治

原子､ 分 子 の 内殻 電子が光 によ り励起 または電鮭 され ると､ 引 き続 いて

起 こる蛍光 放 出或 はAuger過程 とい った 内殻正孔 積和過程 に よって安定化す

る. 軽元 素 (原子番号Z≦20)の場合には蛍光 を放出す る量子収率は低 く､

主 にAuger過程 に よって電子積和 が起 こ り､ その終状慾 は一般 に外殻 に正孔

を持 った多 価 イオ ンにな る｡ 特 に分子 の場合 は外殻の結合性価電子が失 わ

れ る事 にな り､ その結果分子 は種 々の フラグメ ン トイオ ンに解粧す る｡

モ ノシラ ン(SitI一)分子は半導体素子技術 にお ける主要 な原料分子で あ り､

解 擬過程 の 基礎デー タが強 く求め られて い る｡ そこで､ 我 々は 内穀励起分

子 の崩壊過 程 を明 らかにす ることを目的 と して､ 高エ ネル ギー物理学研究

所 放射光実 験施設 (PF)のア ンジュレー ター ライン(BL-2A)においてSiII一の

S卜Ⅹ殻励起 に伴 う光解妊過程 の研究 を行 った.
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